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(57) Hauptanspruch: Wafer-Chuck (300), der dafiir einge-
richtet ist, einen Wafer (100) wahrend einer Wafer-Testpro-
zedur zu tragen, wobei der Wafer-Chuck (300) einen Kon-
taktbereich (310) aus einem leitfahigen Material zum Kon-
taktieren des Wafers (100) umfasst, wobei das leitfahige Ma-
terial einen Schmelzpunkt hoher als 1500°C aufweist, der
Wafer-Chuck (300) weiterhin einen Kernbereich (320), wel-
cher Nickel oder ein anderes geeignetes Basismetall auf-
weist, aufweist und der Kernbereich (320) mit einem Belag
aus dem leitfahigen Material des Kontaktbereichs beschich-
tet ist.
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Beschreibung
HINTERGRUND

[0001] Wahrend einer Herstellung von Halbleitervor-
richtungen wird ein Wafertest ausgefihrt, bevor der
Halbleiterwafer in eine Vielzahl einzelner Halbleiter-
chips oder -dies geschnitten wird. Ein Wafertest zielt
darauf ab, funktionale Defekte der einzelnen Halblei-
tervorrichtungen und/oder integrierten Schaltungen
im Halbleiterwafer zu identifizieren, und wird typi-
scherweise mittels eines Wafer-Prober genannten
Testgerats ausgefuhrt. Der Wafer-Prober umfasst ei-
nen Wafer-Chuck, um den Wafer fiir Testzwecke zu
montieren. Es besteht ein Bedarf daran, verbesserte
Wafer-Chucks zu entwickeln, die verbesserte Test-
verfahren ermdglichen.

[0002] Wafer-Chucks sind beispielsweise aus den
Druckschriffen US 2010 / 0 110 604 A1,
US 2002 /0036 881 A1 und US 2011 /0 000 426 A1
bekannt.

[0003] Demgemal ist es eine Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, einen verbesserten Wafer-Chuck
und ein verbessertes Verfahren zum Prifen eines
Halbleiterwafers zu schaffen.

[0004] Gemal Ausfuhrungsformen wird die obige
Aufgabe durch den beanspruchten Gegenstand ge-
mal den unabhangigen Ansprichen geldst. Weitere
Entwicklungen sind in den abhangigen Anspriichen
definiert.

ZUSAMMENFASSUNG

[0005] Gemal einer Ausfihrungsform ist ein Wafer-
Chuck dafiir eingerichtet, einen Wafer wahrend ei-
ner Wafer-Testprozedur zu tragen. Der Wafer-Chuck
umfasst einen Kontaktbereich aus einem leitféhigen
Material zum Kontaktieren des Wafers. Das leitfahige
Material hat einen Schmelzpunkt héher als 1500°C.
Der Wafer-Chuck weist weiterhin einen Kernbereich
auf, welcher Nickel oder ein anderes geeignetes Ba-
sismaterial enthalt. Der Kernbereich ist mit einem Be-
lag aus dem leitfahigen Material des Kontaktbereichs
beschichtet.

[0006] Gemal einer Ausfihrungsform umfasst ein
Verfahren zum Prifen eines Halbleiterwafers ein
Platzieren des Halbleiterwafers auf einem Wafer-
Chuck wie oben beschrieben und ein Aufpragen ei-
nes Stroms oder ein Anlegen einer Spannung an An-
schliisse, die mit dem Halbleiterwafer elektrisch ver-
bunden sind.

[0007] Der Fachmann wird zuséatzliche Merkmale
und Vorteile nach Lesen der folgenden Detailbe-
schreibung und Betrachten der begleitenden Zeich-
nungen erkennen.

Figurenliste

[0008] Die beigefligten Zeichnungen sind beige-
schlossen, um ein weiteres Versténdnis von Ausfih-
rungsformen der Erfindung zu liefern, und sie sind in
die Offenbarung dieser Erfindung einbezogen und bil-
den einen Teil von ihr. Die Zeichnungen veranschau-
lichen die Ausfihrungsformen der vorliegenden Er-
findung und dienen zusammen mit der Beschreibung
zum Erlautern der Prinzipien. Andere Ausflhrungs-
formen der Erfindung und zahlreiche der beabsich-
tigten Vorteile werden sofort gewdrdigt, da sie unter
Hinweis auf die folgende Detailbeschreibung besser
verstanden werden. Die Elemente der Zeichnungen
sind nicht notwendigerweise malstabsgetreu relativ
zueinander. Gleiche Bezugszeichen geben entspre-
chend &hnliche Teile an.

Fig. 1 zeigt eine schematische Anordnung eines
Wafer-Testgerats.

Fig. 2 zeigt ein Beispiel eines Bereichs eines
auf einem Wafer-Chuck platzierten Halbleiter-
wafers.

Fig. 3A und Fig. 3B veranschaulichen Beispiele
von Wafer-Chucks.

Fig. 4 fasst ein Verfahren gemaR einer Ausfuh-
rungsform zusammen.

DETAILBESCHREIBUNG

[0009] In der folgenden Detailbeschreibung wird Be-
zug genommen auf die begleitenden Zeichnungen,
die einen Teil der Offenbarung bilden und in de-
nen fur Veranschaulichungszwecke spezifische Aus-
fuhrungsformen gezeigt sind, in denen die Erfin-
dung ausgefihrt werden kann. In diesem Zusammen-
hang wird eine Richtungsterminologie, wie ,,Obersei-
te*, ,Boden*, ,Vorderseite“, ,Ruckseite“, ,vorne*, ,hin-
ten“ usw. in Bezug auf die Orientierung der gerade
beschriebenen Figuren verwendet. Da Komponenten
von Ausfuhrungsformen der Erfindung in einer An-
zahl von verschiedenen Orientierungen positioniert
werden kénnen, wird die Richtungsterminologie fir
Zwecke der Darstellung verwendet.

[0010] Die Beschreibung der Ausfiihrungsformen ist
nicht begrenzend. Insbesondere kénnen Elemente
der im Folgenden beschriebenen Ausfiihrungsfor-
men mit Elementen von verschiedenen Ausfiihrungs-
formen kombiniert werden.

[0011] In dieser Beschreibung bedeuten die Ausdri-
cke ,gekoppelt‘ und/oder ,elektrisch gekoppelt* nicht
notwendigerweise eine direkte Kopplung - zwischen-
liegende Elemente kénnen zwischen den ,gekoppel-
ten“ oder ,elektrisch gekoppelten“ Elementen vorlie-
gen. Der Ausdruck ,elektrisch verbunden® beabsich-
tigt die Beschreibung einer niederohmigen elektri-
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schen Verbindung zwischen den elektrisch verbun-
denen Elementen.

[0012] Die Begriffe ,Wafer”, ,Substrat“ oder ,Halblei-
tersubstrat®, die in der folgenden Beschreibung ver-
wendet sind, kdnnen jegliche auf Halbleiter beruhen-
de Struktur umfassen, die eine Halbleiteroberflache
hat. Wafer und Struktur sind zu verstehen, so dass
sie Silizium, Silizium-auf-Isolator (SOI), Silizium-auf-
Saphir (SOS), dotierte und undotierte Halbleiter, epi-
taktische Schichten von Silizium, getragen durch ei-
ne Basishalbleiterunterlage, und andere Halbleiter-
strukturen einschlieBen. Der Halbleiter braucht nicht
auf Silizium zu beruhen. Der Halbleiter kdnnte eben-
so Silizium-Germanium, Germanium oder Galliumar-
senid sein. Gemal anderen Ausfihrungsformen kon-
nen Siliziumcarbid (SiC) oder Galliumnitrid (GaN) das
Halbleitersubstratmaterial bilden.

[0013] Der Begriff ,lateral* und ,horizontal®, wie die-
ser in der vorliegenden Beschreibung verwendet ist,
soll eine Orientierung im Wesentlichen parallel zu ei-
ner ersten Oberflache eines Halbleitersubstrats oder
-kdrpers beschreiben. Dies kann beispielsweise die
Oberflache eines Wafers oder eines Die bzw. eines
Chips sein.

[0014] Der Begriff ,vertikal“, wie dieser in der vorlie-
genden Beschreibung verwendet ist, soll eine Orien-
tierung beschreiben, die im Wesentlichen senkrecht
zu der ersten Oberflache des Halbleitersubstrats oder
Halbleiterkdrpers angeordnet ist.

[0015] Fig. 1 veranschaulicht ein Beispiel eines Wa-
fer-Testgerats zum Durchflihren eines Wafertests.
Ein Wafer 100 wird auf einem Wafer-Chuck 300 plat-
ziert. Der Wafer-Chuck 300 kann von einem Chuck-
Trager 301 getragen werden. Der Wafer-Chuck 300
ist mittels eines Verbindungselements 302 mit einer
Auswertungsvorrichtung 500 elektrisch verbunden.
Eine Probecard bzw. Priifkarte 400 umfasst eine Viel-
zahl von Nadeln 401, welche zum Kontaktieren meh-
rerer Vorrichtungen oder einer einzelnen Vorrichtung,
die im Halbleiterwafer 100 ausgebildet sind oder ist,
verwendet werden kann. Die Prifkarte 400 kann Gber
eine zweite Verbindung 402 mit der Auswertungsvor-
richtung 500 verbunden sein.

[0016] Im Allgemeinen ist einzelnen Chips, die im
Wafer 100 angeordnet sind, eine Vielzahl einzelner
Halbleitervorrichtungen zugeordnet, wie etwa Leis-
tungstransistoren, Mehrzwecktransistoren, Speicher-
zellen, Sensoren, welche ferner Halbleiterkomponen-
ten umfassen, wie etwa Dioden, lichtemittierende
Elemente, Kondensatoren und andere, welche zum
Beispiel integrierte Schaltungen bilden kénnen. Die
Herstellung dieser Halbleitervorrichtungen kann ab-
geschlossen worden sein. Der Halbleiterwafer 100
wird auf einem Wafer-Chuck 300 platziert, der ei-
ne groRere GroRe als die Grofle des Halbleiter-

wafers 100 aufweisen kann. Kleine Ldcher 305 (in
Fig. 3A und Fig. 3B veranschaulicht) kénnen im Wa-
fer-Chuck 300 angeordnet sein, um einen Unterdruck
zwischen dem Wafer 100 und dem Wafer-Chuck 300
zu erzeugen, um den Wafer 100 auf dem Wafer-
Chuck 300 zu fixieren. Der Wafer-Chuck 300 ist ent-
lang drei Richtungen, z.B. der x-Richtung, der y-Rich-
tung und der z-Richtung, beweglich. Insbesondere
kann der Wafer-Chuck 300 in einer horizontalen Rich-
tung so bewegt werden, dass ein bestimmter Chip
(Gruppe) unter der Prifkarte 400 platziert wird. Der
Wafer-Chuck 300 wird dann in einer vertikalen Rich-
tung auf die Prifkarte 400 zu bewegt, so dass die
Nadeln 401 einen oder mehrere Halbleiterchips kon-
taktieren. Beispielsweise kdnnen die Nadeln 401 die
Sourcegebiete mehrerer Transistorzellen oder Tran-
sistoren kontaktieren.

[0017] Fig. 2 zeigt eine vergroRerte Ansicht von
Komponenten eines Leistungstransistors in Kontakt
mit dem Wafer-Chuck 300. Wie dargestellt ist, ist ein
Transistor 200 mit einer Vielzahl von Transistorzel-
len 200;, die miteinander parallel verbunden sein kon-
nen, im Halbleiterwafer 100 angeordnet. Zum Bei-
spiel ist das Sourcegebiet 201 einer ersten Haupto-
berflache 110 des Halbleiterwafers benachbart ange-
ordnet. Ferner ist ein Draingebiet 205 des Transistors
200 einer zweiten Hauptoberflache 120 des Halblei-
terwafers benachbart angeordnet. Gategraben 212
sind in der ersten Hauptoberflache 110 des Halblei-
terwafers angeordnet. In den Gategraben 212 ist ei-
ne Gateelektrode 210 angeordnet. Die Gateelektrode
210 ist mittels einer Gate-Dielektrikumsschicht 211
von benachbartem Halbleitermaterial 220 isoliert. Die
Gateelektroden 210 der dargestellten Transistorzel-
len sind miteinander parallel verbunden und kénnen
mit einem Gateanschluss elektrisch verbunden sein.
Das Sourcegebiet 201 und das Draingebiet 205 kon-
nen von einem ersten Leitfahigkeitstyp sein. Das Bo-
dygebiet 220 des zweiten Leitfahigkeitstyps ist dem
Sourcegebiet 201 benachbart und der Gate-Dielektri-
kumsschicht 211 benachbart angeordnet.

[0018] Die Transistorzelle 200; umfasst ferner eine
Driftzone 260, welche zwischen dem Bodygebiet 220
und dem Draingebiet 205 angeordnet ist. Eine vorder-
seitige Metallisierungsschicht 150 ist mit den Sour-
cegebieten 201 elektrisch verbunden und ist ferner
durch einen Body-Kontaktbereich 225 mit dem Body-
gebiet 220 elektrisch verbunden. Der Body-Kontakt-
bereich 225 unterdriickt oder verschlechtert einen pa-
rasitaren Bipolartransistor, welcher an dieser Positi-
on ausgebildet werden kann. Die vorderseitige Me-
tallisierungs- oder leitfahige Schicht 150 ist Gber die
Nadel 401 mit der Priifkarte 400 elektrisch verbun-
den. Eine rickseitige Metallisierungs- oder leitfahige
Schicht 206 ist in Kontakt mit der zweiten Haupto-
berflache 120 des Halbleiterwafers 100 angeordnet,
um so das Draingebiet 205 elektrisch zu kontaktie-
ren. Der Wafer-Chuck 300 steht mit der riickseitigen
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Metallisierungs- oder leitfahigen Schicht 206 in elek-
trischem Kontakt.

[0019] Wenn der Transistor eingeschaltet wird, z.B.
durch Anlegen einer entsprechenden Spannung an
die Gateelektrode 210, wird im Bodygebiet 220 an
einer Grenzflache zur Gate-Dielektrikumsschicht 211
ein leitfahiger Kanal (leitfahige Inversionsschicht) 215
ausgebildet. Wenn der Transistor ausgeschaltet wird,
z.B. indem eine entsprechende oder keine Spannung
an die Gateelektrode 210 angelegt wird, bildet sich
an der Grenzflache keine leitfahige Inversionsschicht
aus, und folglich flie3t kein Strom. Wenn ein Test des
Transistors 200 durchgefiihrt wird, kann eine Span-
nung zwischen der Nadel 401 und dem Wafer-Chuck
300 angelegt werden. Alternativ dazu kann ein Strom
zwischen der Nadel 401 und dem Wafer-Chuck 300
aufgepragt werden.

[0020] Fig. 2 veranschaulicht nur ein Beispiel einer
zu testenden Leistungsvorrichtung. Gemag weiteren
Ausfiihrungsformen kdnnen verschiedene Leistungs-
vorrichtungen wie etwa IGBTs oder Dioden getes-
tet werden. GemaR noch weiteren Ausfihrungsfor-
men kann jede beliebige Art einer Halbleitervorrich-
tung getestet werden.

[0021] Um die Qualitat und die Zuverlassigkeit der
hergestellten Halbleitervorrichtungen zu verbessern,
ist es winschenswert, einen dynamischen Test der
Leistungsvorrichtungen durchzufiihren. Ein dynami-
scher Test einer Leistungsvorrichtung ist mit einem
Anlegen eines hohen Stroms oder hoher Spannun-
gen verbunden. Wenn beispielsweise ein Leistungs-
transistor getestet werden soll, kann ein Strom von
mehr als 50 A, z.B. 100 A, aufgepragt werden. Fer-
ner kann eine Spannung von mehreren tausend Volt,
z.B. mehr als 3000 oder 4000 V, wie etwa 5000 V,
angelegt werden. Einzelne Chips kénnen versagen
bzw. durchfallen, und an der Testanordnung kann an
der durchgefallenen Vorrichtung ein Kurzschlusszu-
stand auftreten. Als Konsequenz wird eine sehr gro-
e Menge Energie, die zum Testen gespeichert wor-
den ist, die hochohmigen Teile der Testanordnung
aufheizen. Die hochohmigen Teile der Testanordnun-
gen kénnen insbesondere die Kontakte an der Vor-
derseite und Ruckseite der Vorrichtung sein. Wenn
die Vorrichtungen bei einer hohen Leistung (I*U) ge-
testet werden, koénnen folglich hohe Temperaturen
erzeugt werden.

[0022] Wieim Folgenden diskutiert werden wird, um-
fasst ein Wafer-Chuck, der dafiir eingerichtet ist, ei-
nen Wafer wahrend einer Wafer-Testprozedur zu tra-
gen, einen Kontaktbereich zum Kontaktieren des Wa-
fers. Der Kontaktbereich besteht aus einem leitfahi-
gen Material, und das leitfahige Material hat einen
Schmelzpunkt héher als 1500°C. Gemal einer weite-
ren Ausfiihrungsform kann das leitfahige Material ei-
nen Schmelzpunkt héher als 2000°C aufweisen. Als

Folge kann verhindert werden, dass die rlickseitige
Metallisierung und die Chuck-Metallisierung mitein-
ander verschweifien.

[0023] Fig.3A und Fig. 3B zeigen Beispiele von Wa-
fer-Chucks. Gemal dem in Fig. 3A gezeigten Bei-
spiel besteht der Wafer-Chuck 300 aus einem leit-
fahigen Material mit einem Schmelzpunkt hdher als
1500°C oder héher als 2000°C. Der Wafer-Chuck
300 umfasst eine Vielzahl von Léchern 305, um ei-
nen Unterdruck zwischen dem Wafer und dem Wa-
fer-Chuck 300 zu erzeugen. GemalR der Ausfih-
rungsform von Fig. 3B umfasst der Wafer-Chuck
300 einen Kernbereich 320 und einen Kontaktbe-
reich 310, der aus einem leitfahigen Material mit ei-
nem Schmelzpunkt hoéher als 1500°C oder hdéher
als 2000°C besteht. Beispielsweise kann eine Di-
cke des Kontaktmaterials 310 mehrere uym bis 50
um betragen. Das Kontaktmaterial kann beispielswei-
se ein hochschmelzendes Metall wie etwa Wolfram
(W), Tantal (Ta), Molybdan (Mo), Titan (Ti), Vanadi-
um (V), Chrom (Cr), usw. oder eine Legierung davon
umfassen. Weitere Beispiele umfassen Metallnitride
von beliebigen dieser Metalle, z.B. hochschmelzen-
de Metalle, oder Metallcarbide von beliebigen dieser
Metalle, z.B. hochschmelzenden Metallen.

[0024] Gemals der Ausfiihrungsform von Fig. 3B
kann der Kernbereich Ni oder ein anderes geeignetes
Basismetall aufweisen und kann mit dem Belag eines
beliebigen dieser leitfahigen Materialien beschichtet
sein. Beispielsweise kann der Kontaktbereich 310 auf
einer Oberflache des Kernbereichs 320 angeordnet
sein.

[0025] Wolfram, welches einen Schmelzpunkt von
3422°C und einen niedrigen elektrischen spezifi-
schen Widerstand von 52 nOhmm, eine thermische
Leitfahigkeit von 174 W/mK und eine Warmekapazi-
tat von 24 J/molK aufweist, kann beispielsweise als
ein Material des Kontaktbereichs 310 genutzt wer-
den. Gemal einer weiteren Ausfiihrungsform kann
Kohlenstoff mit einem Schmelzpunkt von 4000°K bis
5000°K bei hohem Druck verwendet werden. Bei
Normaldruck schmilzt Kohlenstoff nicht, sondern sub-
limiert. Wenn zum Beispiel Kohlenstoff als das Kon-
taktmaterial genutzt wird, kbnnen die Leistungstests
unter einer inerten Atmosphare durchgefiihrt werden,
um die Bildung von Kohlenmonooxid oder Kohlendi-
oxid zu minimieren.

[0026] Gemal weiteren Ausfiihrungsformen kdnnen
Legierungen, z.B. Legierungen mit hoher Entropie,
als Material des Kontaktbereichs 310 verwendet wer-
den. Beispielsweise kann der gesamte Wafer-Chuck
300 oder nur ein Kontaktbereich 310 Uber einem
Kernbereich 320 aus einer Legierung mit hoher En-
tropie bestehen. Legierungen mit hoher Entropie sind
Materialien, die aus gleichen oder nahezu gleichen
Mengen von fiinf oder mehr Metallen bestehen.
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[0027] Gemaly weiteren Ausfihrungsformen wird
das Material des Kontaktbereichs so ausgewahilt,
dass es in Bezug auf Silizium und/oder das Material
der ruckseitigen Metallisierung inert ist.

[0028] Fig. 4 veranschaulicht ein Verfahren zum
Testen eines Halbleiterwafers gemaf einer Ausfih-
rungsform. Wie dargestellt ist, umfasst ein Verfahren
zum Testen eines Wafers ein Platzieren (S100) des
Halbleiterwafers auf einem Wafer-Chuck, wie oben
erlautert worden ist, und ein Aufprégen eines Stroms
oder ein Anlegen einer Spannung (S$120) an An-
schlisse, die mit dem Halbleiterwafer elektrisch ver-
bunden sind. Beispielsweise kénnen die Anschliisse
mit gegeniberliegenden Seiten des Halbleiterwafers
elektrisch verbunden sein. Aufgrund der Tatsache,
dass, selbst wenn ein Kurzschluss aufgrund eines
Versagens einer zu testenden Vorrichtung auftritt,
es nicht wahrscheinlich ist, dass der Wafer-Chuck
schmilzt, kdbnnen hdhere Strome als herkdmmlicher-
weise erreichte aufgepragt oder héhere Spannungen
angelegt werden. GemaR Ausflihrungsformen kann
mehr als 80 % oder 90 % oder gar mehr als 94 %
des Nennstroms der zu testenden Vorrichtung auf-
gepragt werden. Insbesondere ist der Nennstrom als
der maximale Betrag definiert, den die Leistungs-
vorrichtung fuhren kann, bevor sie eine unmittelbare
oder fortschreitende Verschlechterung erleidet. Der
Nennstrom ist im Datenblatt der Vorrichtung erfasst
und héngt von der spezifischen, zu testenden Vor-
richtung ab. Beispielsweise kann eine Temperatur,
die wahrend eines Tests des Halbleiterwafers er-
zeugt wird, mehr als 1500°C oder mehr als 2000°C
betragen. Als Folge kann der Wafer-Chuck den ho-
hen Temperaturen Stand halten und nicht mit dem
Halbleiterwafer verschweil3en.

[0029] Beispielsweise kann ein Lawinentest durch-
gefiihrt werden. Gemafll dem Lawinentest wird der
Leistungstransistor eingeschaltet, und ein hoher
Strom flieRt zwischen Source und Drain. Danach wird
der Transistor ausgeschaltet, indem eine entspre-
chende Gatespannung angelegt wird. Die induktiven
Elemente werden weiter den Strom leiten und ho-
he Spannungen erzeugen. Schlieflich tritt ein Durch-
bruch auf, der einen Kurzschluss erzeugt. In diesem
Fall wird, obwohl das Produkt aus U*I sehr grof} ist,
der Wafer nicht schmelzen, noch wird er mit dem
Halbleiterwafer reagieren. Als Folge kann die Halb-
leitervorrichtung ohne die Gefahr einer Verschlech-
terung des Wafer-Chuck unter einer hohen Strom/
Spannungsbedingung getestet werden. Als Ergebnis
kann die Qualitat des Tests weiter verbessert werden.
Ferner kann aufgrund der besseren Qualitat des Wa-
fertests eine geringere Entwicklungszeit fur neue Ge-
nerationen von Verfahren erzielt werden. Als ein wei-
teres Ergebnis kann die Kontrolle der Prozessstrecke
verbessert werden. Ferner kann noch die Qualitat der

gelieferten Leistungshalbleitervorrichtung verbessert
werden.

Patentanspriiche

1. Wafer-Chuck (300), der daflir eingerichtet ist,
einen Wafer (100) wahrend einer Wafer-Testproze-
dur zu tragen, wobei der Wafer-Chuck (300) einen
Kontaktbereich (310) aus einem leitfahigen Material
zum Kontaktieren des Wafers (100) umfasst, wobei
das leitfahige Material einen Schmelzpunkt héher als
1500°C aufweist, der Wafer-Chuck (300) weiterhin ei-
nen Kernbereich (320), welcher Nickel oder ein an-
deres geeignetes Basismetall aufweist, aufweist und
der Kernbereich (320) mit einem Belag aus dem leit-
fahigen Material des Kontaktbereichs beschichtet ist.

2. Wafer-Chuck (300) nach Anspruch 1, wobei
das leitfahige Material einen Schmelzpunkt héher als
2000°C aufweist.

3. Wafer-Chuck (300) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das leitfahige Material ein hochschmelzendes
Metall oder eine Legierung hochschmelzender Metal-
le umfasst.

4. Wafer-Chuck (300) nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, ferner umfassend Lécher (305)
in dem Wafer-Chuck (300) zur Erzeugung eines Va-
kuums zwischen dem Wafer-Chuck (300) und dem
Wafer (100).

5. Wafer-Chuck (300) nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, wobei das leitfahige Material in
Bezug auf Silizium inert ist.

6. Wafer-Chuck (300) nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, wobei das leitfahige Material aus
der Gruppe Wolfram, Tantal, Molybdan, Carbide die-
ser Materialien, Nitride dieser Materialien und Mi-
schungen davon ausgewahilt ist.

7. Wafer-Chuck (300) nach einem der vorherge-
henden Anspriche, wobei das leitfahige Material ei-
ne Legierung mit hoher Entropie umfasst.

8. Verwendung des Wafer-Chuck (300) nach ei-
nem der Anspriiche 1 bis 7 zum Testen eines Halblei-
terwafers (100), wobei Leistungshalbleitervorrichtun-
gen im Halbleiterwafer (100) angeordnet sind.

9. Verfahren zum Testen eines Halbleiterwafers,
umfassend:
Platzieren des Halbleiterwafers auf einem Wafer-
Chuck nach einem der Anspriiche 1 bis 7 (S100), und
Aufpragen eines Stroms oder Anlegen einer Span-
nung an Anschlisse, die mit dem Halbleiterwafer
elektrisch verbunden sind (S120).
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10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei ein Strom
mehr als 80 % des Nennstroms betragt.

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei der Strom
mehr als 90 % des Nennstroms betragt.

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 11,
wobei eine wahrend eines Tests des Halbleiterwafers
erzeugte Temperatur mehr als 1500°C betragt.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die wah-
rend eines Tests des Halbleiterwafers erzeugte Tem-
peratur mehr als 2000°C betragt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen

FIG 1
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FIG 3A
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FIG 3B

1300

320~

9/10



DE 10 2016 117 682 B4 2019.06.19

FIG 4
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